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報告書データ / Report

概要（目的・用途・実施
内容）

Abstract (Aim, Use
Applications and

Contents)

現在、Siに代わる次世代半導体として、SiCやGaNに代表される広いバンドギャッ
プを持つ半導体材料を用いた電子デバイス（トランジスタやショットキーバリアダ
イオード）の研究が盛んにおこなわれている。 今回、筑波大学マテリアル先端リサー
チインフラ事業（ARIM）の評価装置を用いて、次世代半導体を用いたショットキー
バリアダイオードの特性評価を実施したので、報告する。

実験
Experimental

基板上に作製したショットキーバリアダイオードをパワーデバイス特性評価装置
（設備ID：BA-016）を用いて、電気的特性の評価を実施した。
尚、今回評価したサンプルは、基板上に作製されたチップの状態であるため、同施
設にあるIRエミッション顕微鏡（設備ID：BA-017）付帯のウェハプローバーを用
いて、電極パッドとの電気的な接続を行った。

結果と考察
Results and Discussion

作製したショットキーバリアダイオードの室温における順方向特性と逆方向特性を、
それぞれ図1、図2に示す。順方向特性において、立ち上がり電圧は約0.8Vと良好
な結果が得られた。また、逆方向特性に関しても600V以上の十分な素子耐圧を確
認することが出来た。
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図1.順方向特性
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図2.逆方向特性
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